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GaAs и InP с различной мольной долей InAs в активной 

области 
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На сегодняшний день псевдоморфные НЕМТ гетероструктуры с квантовой 
ямой (КЯ) In0.52Al0.48As/In0.70Ga0.30As, выращенные на подложке InP, позволяют из-
готовить СВЧ транзисторы с рекордной частотой отсечки fT до 681 ГГц. Технологи-
чески и экономически более привлекательны альтернативные им метаморфные 
наногетероструктуры на подложках GaAs с мольной долей InAs в квантовой яме от 
52% и выше, в которых подложку и значительно рассогласованные с ней активные 
слои соединяет переходный слой с плавно изменяющимся по толщине составом – 
метаморфный буфер (ММБ). 

В настоящей работе представлены результаты исследования выращенных 
методом МЛЭ метаморфных НЕМТ наногетероструктур c δ-легированной кремни-
ем КЯ InxAl1–xAs/InyGa1–yAs/InxAl1–xAs толщиной 160–200 Å. Образец 1 выращен на 
подложке InP (1 0 0), а образцы 2–6 – на подложках GaAs (1 0 0), при этом образцы 
1, 3–6 одинаково легированы и имеют одинаковые активные области с мольной 
долей InAs более 70%, а образец 2 легирован сильнее и имеет активную область 
с мольной долей InAs около 40%. Под активной областью понимается совокуп-
ность барьера InxAl1–xAs, квантовой ямы InyGa1–yAs, спейсера InxAl1–xAs, δ-слоя Si, 
второго барьера InxAl1–xAs и защитного кэп-слоя InyGa1–yAs. В исследуемых образ-
цах варьируются состав и толщины ММБ при неизменном линейном законе уве-
личения мольной доли InAs, а в образцах 5 и 6 с целью улучшения их кристалли-
ческой структуры внутрь ММБ на 0.5 и 0.9 его толщины вставлены две сверхре-
шётки In(x+∆х)Al1–(x+∆х)As/In(x–∆х)Ga1–(x–∆х)As, симметрично рассогласованные на ∆х ~ 
0.08 относительно окружающего их состава ММБ и потому механически напря-
жённые. Подвижность μe и концентрация nS электронов были измерены методом 
Ван дер Пау, а морфология рельефа поверхности была исследована методами 
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АСМ и РЭМ. На области 9.5×9.5 мкм была измерена среднеквадратичная шерохо-
ватость поверхности. 

Полученные результаты показывают, что основные электрофизические па-
раметры метаморфных наногетероструктур сильно зависят от конструкции ММБ. 
При этом проявляется чёткая корреляция этих параметров со среднеквадратичной 
шероховатостью поверхности. 
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